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簡
介

前瞻研究過程的主要擋路石, 就是不再有清楚的參考指標, 如何讓自己往前邁進, 除了勇氣與熱情, 科學上交叉比對的實驗技術精神, 以及理論的模擬
預測, 是兩盞探路霧燈。

研
究
成
果

結
論

(一)四點探針與四線量測的電性交叉比對,有效解決硬基板與軟基板的薄膜片電阻量測。
(二)銀共振腔設計製作,能應用於穿透式彩色電極與濾光片。
(三)高透光銀電極設計製作與XRR快速檢測分析, 可以提供奈米薄膜產業應用。
(四)光譜儀UV-Vis與橢圓儀的交叉比對應用,能校正UV-Vis標準白片的反射率。
(五)自行建立的霍爾電壓量測系統, 可以藉由理論協助消去量測誤差, 測量薄膜樣品的載子濃度。

2.1 四點探針與四線量測的電性交叉比對

自製四點探針、四線量測治具，用在硬基板與軟基板的薄膜片電阻量測，
透過分析數據做電性交叉比對。

圖2.1.1 四點探針量測治具 圖2.1.2 四線的量測治具

2.2 UV/Vis光譜儀與橢圓儀的交叉比對

光譜儀量測到的
玻璃基板反射率，
能計算出樣品的
折射率。再以玻
璃基板反射率公
式，將橢圓儀所
量測的玻璃基板
折射率，計算出
樣品的反射率，
進行橢圓儀和光
譜儀的交叉比對。圖2.2.3 橢圓儀量測Ag複數折

射率(n,k)，依公式計算Ag反
射率

圖2.2.4 利用橢圓儀量測計算Ag反
射率, 校正UV-Vis的標準片反射率

2.3 霍爾電壓量測系統與載子濃度

利用自行組裝的量
測系統來量測霍爾
電壓，在已知薄膜
片電阻、電阻率及
厚度的情況下，經
由計算得知載子濃
度以及遷移率。

圖2.3.1 n-type陶瓷薄膜(摻雜Sn的In2O3)

2.4 Ag/ITO/Ag銀共振腔彩色電極

以共振腔結構設計銀單共振腔三層薄膜(Ag-ITO-Ag)的樣品，改
變ITO厚度製作不同顏色的穿透式彩色電極，並將設計出來的彩
色電極由UV/Vis量測，彩色電極的穿透光譜對應的色度座標如圖
所示。

圖2.4.2 彩色電極的穿透光
譜與樣品照片

圖2.1.3 四點探針量測示意圖及電阻率計算

圖2.1.4 四線的量測示意圖及電阻率計算

圖2.4.1 銀單共振三層薄膜
結構圖

圖2.4.3 彩色濾光片穿透
光的CIE1931色度座標

表2.4.1 彩色電極之電性

銀雙共振腔七層薄膜進階設計，增加膜層以及共振腔，讓顏色
更純，而上下兩層為ITO的原因是增加時效性，高純度穿透光應
用於彩色濾光片。

圖2.4.4 銀雙共振七層薄膜
結構圖 圖2.4.5 彩色濾光片(2C7L)的穿

透光譜與樣品照片

圖2.4.6 彩色濾光片 (2C7L)

穿透光的CIE1931色度座標

表2.4.2 (2C7L)彩色濾光片之電性

2.5 ITO/Ag/ITO透明導電與XRR檢測分析

圖2.5.1 雙面抗反射膜層結構樣品，樣品
在波長550 nm的穿透率可達92.1%，樣品
片電阻4.5 Ω/□。

圖2.5.2 ITO/Ag/ITO薄膜的厚度分析
銀薄膜密度依據2倍臨界角(2θc = 0.86o)

計算結果為10.09 g/cm3，依據In2O3晶
體結構估算ITO薄膜密度，計算結果為
7.21 g/cm3 。


